
GeSe2ガラスの光誘起ベンディング

フォトニクス材料工学研究室
令和4年度入学

小椋 拓真



2/9As₂S₃ガラスの２つの光誘起現象

16族15族14族

ONC
SPSi
SeAsGe
TeSbSn

光誘起流動性

Hisakuni and Tanaka, Science (1995).100 μm

~1011 (Pa・s)

光照射部

Wada et al., J. Mater. Sci.: Mater. Electron. (2024).

⦿直線
偏光

重力
トルク

As2S3 GeSe2

カルコゲナイドガラス

SiO2

As2S3

ガラス外観

酸化物ガラス

光トルク

カルコゲナイド元素

As2S3ガラスファイバー 光照射部（支点）



3/9

z

y

x

ベンディング

As2S3ガラス(光学バンドギャップ 2.4 eV)

光誘起ベンディング

バンドギャップ光（2.33 eV)

直線
偏光

光照射スポットから手前に曲がる

Wada et al., J. Mater. Sci.: Mater. Electron. (2024).

Ey

Ey
Ey



4/9

850

750

650

550

950

1000

L1＋L2

Ge＋L

Ge＋ GeSe

10 20 30 40

L

50 60

GeSe ＋ GeSe2

GeSe2
＋L

GeSe
＋L

GeSe2ガラスの作製方法

固液線 740oC

Atomic % Se

Te
m

pe
ra

tu
re

(o C
)

溶融急冷法
原料: Ge、Seショット

シリカアンプルに封入

真空度: ～5.0×10‒4 Pa

溶融温度: 800−1000oC

Ge : Se = 1 : 2Ross and bourgo, Can. J. Chem. (1969).
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5/9直線偏光照射によるGeSe2ガラスの光誘起ベンディング

z

試料の厚さ ⇒ ～50 µm
（80%以上光が侵入する）

波長
(nm)

エネルギー
(eV)

6331.96 連続光レーザー

6301.97 パルスレーザー

直線偏光（y偏光）

～2.1 eV

光学系

光学バンドギャップ

光侵入長

～20 µm

励起光源
y φ

5 mm

Ey
屈曲角
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Wada et al.,
J. Mater. Sci.: Mater. 
Electron. (2024).

Ogura et al., submitted (2026).

GeSe2ベンディングの時間発展 ⇒ As2S3の1/5以下

非線形的に屈曲角は増加
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光誘起ベンディングはフォトン効果 熱効果ではない
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GeSe2ガラスに光学バンドギャップ相当の

直線偏光を照射すると、As2S3ガラス同様に

光誘起ベンディングが生じる。

GeSe2ガラスの屈曲角は、吸収光子数に

依存して非線形的に増加する。

GeSe2ガラスの光誘起ベンディングは、光トルクと

光誘起流動性が組み合わさって生じる。


